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Band 3 der Ubersetzung enthilt in seinem ersten Teil die
Vortrage, die sich hauptsidchlich mit R6ntgenbeugungs- und
rontgenspektroskopischen Untersuchungen befassen, der
zweite Teil ist den thermodynamischen Untersuchungen
von Halbleitern gewidmet. Der erste Teil besteht aus 18
Veroffentlichungen, darunter zwei aus der DDR, eine aus
der BDR und eine aus den USA. Ein Drittel der Vortrage
stammt aus dem fiir rontgenographische Untersuchungen
besonders bekannten Minsker Institut.

Folgende Einzelthemen aus dem Gebiet der Rontgen-
beugungen werden behandelt: die Elektronendichtevertei-
lung in Mg,Si-Einkristallen; die Atomstreufaktoren und
der Ionisierungsgrad (effektive Ladung) in GaP, InP und
AIN; die Natur der chemischen Bindung in LiF und HgTe;
die Mosaik-Struktur von fokussierenden Kristall-Mono-
chromatoren; die Potentialverteilung in verschiedenen
Netzebenen des GaP-Gitters; die Elektronenstreuung in
ferromagnetischen Mn-Verbindungen; die Elektronenbcu-
gung an NaBr-Filmen und die Anisotropie der Streuung
von Rontgenstrahlen und Elektronen durch kubische
Kristallc.

Die rontgenspektroskopischen Untersuchungen erstrek-
ke sich auf die chemische Bindung in Titanaten der Selte-
nen Erden, auf den lonisierungsgrad der Bindung in halb-
leitenden Phosphorverbindungen, auf die Elektronenstruk-
tur der Al-Atome in Al,O; und von Karbiden der Uber-
gangsmetalle, auf den kovalenten Bindungsanteil in Cr-
Siliziden und auf den Einsatz eines Rontgenmikroanaly-
sators zur Untersuchung der chemischen Bindung in klein-
sten Bereichen. Ausserdem enthélt der 1. Teil noch eine
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darunter einen aus den USA. Im Vordergrund der ther-
modynamischen und thermochemischen Untersuchungen
stehen die Bestimmung von Bindungsenthalpien und
-entropien und entsprechende EMK.-Messungen. Weiter-
hin werden Phasengleichgewichte und Uberginge bei
niederen Temperaturen, die Kohédsionsenergie im Vergleich
mit anderen Eigenschaften von Halbleitern und Dampf-
druckuntersuchungen behandelt. Die im einzelnen vermes-
senen Substanzen sind GaP, Ga,Se;, AISb und feste
Losungen von AlISb und GaSb, Mn-Germanide, CoTe,,
Sb- und Bi-Selenide und -Telluride, Sulfide der Seltenen
Erden und Legierungen der quasibinidren Systeme Zn/Cd-
As. Einc Arbeit ist der Kinetik der Reaktion von Ge und
AM'BY- Halbleitern mit sauren FeCl;-Atzlosungen gewid-
met, eine andere Arbeit befasst sich mit dem Einfluss der
Dotierung auf den Halbleitertyp.

Das Buch wendet sich an einen grossen Kreis von Phy-
sikern, Che nikern und Technologen, die an Problemen und
Ergeonissen der Halbleiterforschung interessiert sind, es
enthilt cine Menge von Informationen und fiillt Liicken
in unscren Kenntnissen {ber die chemische Bindung in
kondensierten Phasen. Die Ubersetzung ist von ausge-
zeichneter Qualitdt und sehr guter Aufmachung. Einen
Mangel bildet lediglich das fehlende Inhaltsverzeichnis.
(Das auf den Seiten xi bis xiii abgedruckte Inhaltsver-
zeichnis enthélt die Vortrige des 4. Bandes.)
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Book Received

The following books have been received by the Editor. Brief and generally uncritical notices are given of works of marginal
crystallographic interest; occasionally a book of fundamental interest is included under this heading because of difficulty

in finding a suitable reviewer without great delay.

Chemical bonds in solids. Vol. 4. Semiconductor crys-
tals, glasses and liquids. Edited by N. N. SiroOTA.
Pp.xiii+ 165. Figs. 91, Tables 42. New York: Ple-
num, Press, 1972. Price $43.00

This is the last of four volumes published under the collec-
tive title Chemical bonds in solids which are translated from
the two Russian books Chemical bonds in crystals and

Chemical bonds in semiconductors. These contain the papers
presented at the Conference on Chemical Bonds held in
Minsk between May 28 and June 3, 1967, together with a
few other papers which have been specially incorporated.

The volume is in three sections. In section I there are nine
papers on Semiconducting properties and chemical bonds, in
section Il 14 papers on Complex semiconductors and in
section III eight papers on Glassy and liquid semiconductors.



